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１．概要（Summary） 

粒径がnmオーダーである半導体ナノ結晶の機能開発

とその素子応用が盛んに研究されている。半導体ナノ結

晶を塗付して形成したナノ結晶塗布薄膜は、フレキシブ

ルな電子デバイスへの応用が期待されている。本年度は、

シリコン(Si)のナノ結晶コロイド溶液を塗布して形成した、

Si ナノ結晶塗布薄膜の局所的な電気伝導評価、表面形

状評価、および電子素子形成を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ナノ薄膜形成システム 

走査型電子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡 

【実験方法】 

同時スパッタリング法により、B と Pが同時にドープされ

た Si ナノ結晶コロイドのメタノール溶液を作製した。Si ナ

ノ結晶コロイド溶液を ITO 付 SiO2基板上にスピンコート

することで、薄膜を形成した。ナノ結晶塗布薄膜の局所的

な電気伝導特性を、導電性 AFM で測定した。測定は真

空下で、印加電圧は+10 V とした。塗布薄膜形成の様子

を走査型電子顕微鏡で観察した。薄膜上にナノ薄膜形成

システムでマスク蒸着により Pt電極を形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1(a-d) に、Si ナノ結晶塗布薄膜の表面形状像と

電流像を示した。(a)と(b)、(c)と(d）がそれぞれ同時計測し

た結果である。Si ナノ結晶塗布薄膜中に、局所的に電流

が流れる領域が存在する(図中破線部)。塗布薄膜の中で

膜厚が最も薄い箇所を、電流が流れていることを示唆して

いる。一方、走査型電子顕微鏡像からは、ある特定の条

件下で塗布薄膜に空孔が形成される様子が確認された。

(Fig. 2) 空孔が形成されない条件下で薄膜上部に Pt電

極を形成することで、薄膜の電気特性評価を行うことがで

きた。 

 

Fig. 1 (a, c) Topography and (b, d) current images of 

a Si nanocrystal film on a ITO/glass substrate. Scan 

area is 2 m (a, b) and 500 nm (c, d). 

 

Fig. 2 Scanning electron microscopy image of a Si 

nanocrystal film on a ITO/glass substrate. 
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